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【はじめに】 コヒーレントレシーバの小型化には InP 系 90
oハイブリッドが有利であり、我々はこれ

までに、MMI 導波路で構成した 90
oハイブリッドの出力端に PD をモノリシック集積した受光素子に

おいて、Cバンド全域で 0.120 A/W以上の高受光感度を実現してきた[1]。一方、今後デバイスの高速

化ニーズに対し、PD面積と相関のある受光感度はトレードオフとなる。今回我々はこれらの両立のた

め、90
oハイブリッド部分の伝搬損失低減を行い、高感度化を実現したので報告する。 

【集積受光素子の構造と特性】 Fig. 1に InP系 90
oハイブリッド集積受光素子の概略図を示す。チップ

サイズは 1.6 mm×4.1 mmである。ハイメサ導波路で構成した 90
oハイブリッドと pin-PDをバットジョ

イント再成長により接続した。さらに、PDの n層と共通である導波路の下部クラッド層のドーピング

濃度の最適化を行い、PDの素子抵抗への影響無く導波路の伝搬損失を従来から 0.2 dB低減した。この

結果、Fig. 2に示すように、波長 1550 nmにおいて、4ch平均 0.155 A/Wの高受光感度を実現した。ま

た本集積素子の受光感度は MMI の透過損失の温度依存性の影響を受けるが、90
oハイブリッド領域を

ハイメサ構造としたことに伴う MMIの小型設計により[1]、25 
o
Cから 85 

o
Cの温度範囲において、C

バンド全域で 4ch平均 0.130A/W以上の高受光感度を達成した。 

[1]T. Kikuchi, et al., IPC2014, paper WA4-2 

Fig. 1 Schematic diagram of the InP-based 90
o
 

hybrid integrated with photodiodes. 

Fig. 2 Responsivity of the 90
o
 hybrid integrated 

with photodiodes over C-band. 
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